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１．概要（Summary） 

ナノパターニングとディウェッティング現象を応用し、プ

ラズモニックデバイスの新規作製法の開発を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線描画装置、反応性イオンエッチング装置、スパッ

タリング装置 

 

【実験方法】 

シリコン/窒化シリコン基板上にスピンコーターを用いて

フォトレジストZEP-520Aの薄膜を作製。電子線描画装置

を用いてフォトレジスト層にナノパターニングを施した。フ

ォトレジスト層をマスクとして反応性イオンエッチングで窒

化シリコン層のドライエッチングを行った。水酸化カリウム

水溶液によりシリコン表面のウェットエッチングを行い、シリ

コン/窒化シリコン基板にナノパターニングを作製した。 

その後、スパッタリングにより金薄膜を形成し、ディウェッテ

ィング現象により金属ナノ粒子の作製を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

シリコン/窒化シリコン基板へのナノパターニング、金属

薄膜の形成、ディウェッティング現象による金属ナノ粒子

の作製に成功した(Fig. 1)。 しかし、金属ナノ粒子間のナ

ノギャップ幅が非均一であること、再現性が乏しいことから

更なる条件検討が必要となる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献 

Le Thi Ngoc et al., ACS Nano, Vol. 7, No. 6, 5223-

5234, 2013. 

 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 2016、2016

年 1月 27,28日 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

Figure 1 SEM images of (a) patterned Si/SiN 

substrate, (b) gold layer on patterned Si/SiN 

substrate, (c) gold nanoparticle dimer. 
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